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7. Ergénzungen zur Betriebsdokumentation Operativspeicher OPS K 3525

16 K dyn. RAM - Typ 012-7012 (1,12.517021.0 = 083-4-710-018)

Bestellindex 3 oder Kennzeichnung auf STE L 4 (Leiterbildseite)
B 5 (Bestilckungsseite)

Un eine uneingeschrénkte Zusammenarbeit mit der ZRE K 2526 zu gewhdhrleisten, wurde die
Speichersteckeinheit K 3525.0 konstruktiv ge#ndert. *
Mit dieser Anderung ist die K 3525 auch im AdreBbereich OOOOH - BFFFH funktiqnstuchtig
(gednderte RFSH-Steuerung).

Im folgenden werden nur die Anderungen beschrieben. Ansonsten gilt die Funktionsbe-
schreibung der K 3525 (Betriebsdokumentation, Punkt 5.).

Beachte! Gednderte Zuordnung der Bauelemente -

- Das Schreibsignal WR wird am Nand A4/06 mit dem Signal MENDI verkniipft und bildet
das Signal WRA, das als Steuersignal WE am Speicherchip liegt.

- Die Auswahl der 4 Speicherblicke beim Schreib-/Leseaufruf erfolgt iiber einen 1 aus 8-
Decoder (A5) durch Bildung der Signale CE1 ... CE4 (Bausteinaktivierung) in Abhanglg-
keit der umgeschliisselten AdreBbits AB12 ... AB15.

Die Aneteuerbedingungen sind:

Schreib-/Lesesufruf: WREQY . RFSH
Auffrischaufruf: "NFSE . MREQ

Wihrend des Auffrischzyklus werden liber A6/01/12 und A9/08 durch das Signal RFSH =

die CE~Einghnge der Speicherchips auf high geschaltet. Damit bleiben die Datenausgénge
hochohmig und es tritt ausgangsseitig keine Beeinflussung durch die ausgewdhlte STE
auf. Beim RFSH-Aufruf werden alle 4 Blocke (4 x 4 KByte) gleichzeitig sngesteuert,
jeweils 64 Speicherzellen in jedem Baustein (Matrix 64 x &64).

- Das Steuersignal RD steuert dabei die DatenfluBrichtung der Datentreiber A3701 und
A43/02. Beim Lesen ist RD = O und die Daten sind vom Speicher auf den Bus geschaltet.
Aktiviert werden diese Ausgangstreiber durch TS = 0, das gebildet wird am A9/11 durch
MEMDI und die Aussage am 1 aus 8-Decoder A7 (umgeschliisgselte AdreBbits).

8. Operativspeicher OPS K 3521.20

4 KByte CMOS RAM - Typ 045-8063 (1.45.518063.1)

8.1. Kurzcharakteristik

Im Schreib-Lese-Speicher (Operationspeicher) OPS K 3521.20 werden wihrend des FProgramm-
ablaufe im Mikrorechner K 1520 variable Daten gespeichert. Im Gegensatz zum OPS K 3520
bleiben die Daten auch nach einer zwischenzeitlichen Programmunterbrechung durch Netz-
abschaltung am Rechner filr eine vorgegebene Haltezeit fiir die weitere Programmabarbei-
tung erhalten.

Der OPS K 3521.20 besteht aus dem STE-~Typ 045-8063 mit indirektem Steckverbinder. Er ist
ein 4 KByte statischer Halbleiterspeicher, besttickt mit CMOS-Bausteinen und den zur Ent-
kopplung, Auswahl und Ansteuerung erforderlichen bipolaren Schaltkreisen. '
Zugitzlich befindet sich suf der STE die zur Stiitzung der Speicherbetiriebsspannung ge-
htrende Logik einschlieBlich der Stilitzspannungsquelle.



Die Steckeinheit Typ 045-8063 ist analog der 012-7012 (siehe Betriebsdokumentation
Speichersteckeinheit K 3521). Eine Anderung ergibt sich durch die Verwendung der Schalt-

kreise K 537 RU 1A.
8.2. Technische Daten
Speicherkapazitdt:

" Speicherschaltkreistyp:

Zugrifiezeit:

Betriebsarten:

Datenerhalt:

Spannungaquelle:

Stromversorgungs:

Stiitzepannungsiiberwachung:

4 KByte (Anordnung von 4 x 8 Speicherchipe)

K 537 RU 1A nach TU II-78 (UdSSR) bei

STE-Typ 045-8063 '

1 K x 1 Bit; CMOS

5 1340 ne

Durch die STE werden bei Adressierung 2 WAIT=-
Zyklen generiert. A )
"Legen" und "Schreiben" sls abgeschlosesene Zyklen
in beliebiger Reihenfolge.

Die STE-Typ 045-8063 gestattet keine Abarbeitung
von Befehlslese - (M1) - Zyklen von dieser Spei-
cher-STE. _ :

Durch STE-interne Stiitzung der Betriebsspannung
fiir die Speicherschaltkreise durch gepufferte NK-
Akkumulatoren wird der Datenerhalt bel Abschaltung
der externen Betriebsspannung gewkhrleistet.
Datenhmltezeit = 200 Stunden

Reihenschaltung von 4 NK-Knopfzellen mit

je 1,2 V und 225 mAh, Typ ¥XBL 0,225 vom VEB GLZ
nach TGL 22807 _

5P =5V %5%, typ. 0,65 & fiir Stenerelektronik
12 P=12V*54, typ. 0,17 A fiir Speicherschalt-
kreise und_Akkumulaforstrom

5N =-5V%54%, typ. 0,01 A fiir Komparatoren
Vor dem Zuschalten der Systemapannungen bewertet
eine Kontrollechaltiung den Spannungszustand der
Batterie und speichert das Ergebnis ab.

Im Betriebszustand karn die Ausgage

- Stiitzspannung war griofler als die minimale

- Stiitzspannung war gleich Sohlafapannung der

- Stiitzspannung war kleiner épeicherschaltheise
angezeigt werden (V9) oder logisch auf den Buse
ausgewertet werden - ilber das Steuersignal JUE.
LED-Anzeige ein bzw. SUE = O £ der Aussage:
Datenerhalt war gesichert.

8.3, Einsstzbedingungen filr dem Stlitz—Akkumulator

Die NK-Knopfzellen werden in Einzelgeh#usen gehaltert, die an der Griffseite der Steck-
einheit angeordnet sind. Das Wechseln der Knopfzellen ist im gestreckien Zustand der
STE mbglich und kann auch im Betriebszustand des Rechners erfolgen.

Wihrend der Lagerung und des Transportes sind die Knopfzellen auf der STE nicht zu be-
stiicken. Es wird davon ausgegangen, daB bel einer Keubestiickung grundsﬁtzlich geladene

Zellen zum Einsatz kommen.

Im Betriebszustand werden die Zellen mit einem mittleren Ladestrom von 5 mA geladen



(stdndige Pufferung). Dieser Strom fithrt auch bel Grenztemperaturen nicht zu Uberladungs-
erscheinungen an den Zellen. Der maximal vorkommende Entladestrom bei abgeschaltetem
Rechner betrégt 800 pA. Der reale Wert hingt von den konkreien Typen und der Qualitidt
der CMOS-Schaltkreise ab und kann zwischen wenigen pA bis zu 800 uiA bei 5 V Betriebs~
spannung streuen. Aus dieser Vorgabe ergibt sich als Richtwert, daf der Ladezustand der
Zellen erhalten wird, wenn die Ladezeit allgemsin ¥7 der Entladezeit betrigt.

Die Lebensdauer der Akikus wird durch die nutzbare miAh-Kapazitdt der Zellen bestimmt.
Angaben dazu sind in der Einsatzvorschrift des Akku-Herstellers und in der TGL 22807
festgelegt. Da die Einsatztemperatur im K 1520 bis zu 60 °C betragen kann, entstehen
hohe Belastungen filr die NK-Elemente. Temperaiuren iiber 35 °C bewirken zunehmende che-
mische Umsetzungen der aktiven Masse, die die Kapazitdt und damit die Lebensdauer erheb-
lich reduzieren. Es gelien daher laut Qualitdtsvereinbarungen folgende zus#tzliche Ein-
gatzbedingungen:

Erfolgt der Betrieb der Zellen im Temperaturbereich bis 45 %C bei zusdtzlich insgesamt
einer Woche Spitzentemperatur bis 60 °C, 8o ergibt sich eine garantierte Lebensdsuer von
einem Jahr, wobei die Lebensdauergrenze bei einer nutzbaren Kapazitdt von 100 mAb defi-
niert iet. .

Besteht die Grenztemperatur von 60 %¢ iber einen langen Zeitraum, so verringert sich die
Lebensdauer auf 3 Monate.

Aus diesen Garantiewerten ist abzuleiten, daB die Zellen bei Erreichen der angegebenen,
100 mAh-Orenze auszuwechseln sind, wenn eine Datenhaltezmeit von 200 Stunden sicher ge-
wﬁhrleistet werden mufi.

Reduziert man die Anforderungen an die langen Datenhaltezeiten, so lassen sich dle Zellen
noch nutzen, wenn die Kapazitdt von 100 mAbh unierschritten ist. Die reale thermische Be-
lastung iiber die Zeit ist aber in der Praxis schwer erfalbar, so dal der Kapazitdtszu-
gtand der Zellen nicht exakt vorhersagbar ist.

Ein Skonomischer Einsatz der Zellen wird ermtglicht, wenn im Betrieb uniter konkreten
Einsatzbedingungen im Endprodukt praktische Werte fiir den Akkutausch abgeleistet werden.
Als Kriterium fiir die nutzbare Grenzkapazitdt und den dabei erreichbaren ladezustand
kenn die Anzeige der Batieriespannungsiiberwachungsschaltung genutzt werden. Wird im Zu~
stand des Datenerhslts die Batteriespannung auf der STE wiederholt gemessen und sinkt beil.
Efnhaltung normaler Lade- und Entladezyklen unter 4,8 V, dann sind die Zellen auszutau=
schen.

Neben den zusitzlichen, bereits erwihnten Qualitdtsvereinbarungen bei Temperaturen iiber
35 °C, gelten die Pestlegungen der TGL 22807 und die Behandlungsvorschrift des Akku-Herw
stellers ilber Lagerung und Einsatz der Zellen.

Ist im Rechner eine Totalentladung von Zellen aufgetreten, sind diese auBerhalb des
Rechners mittels Ladegeridt nach Vorschrift des Herstellers zu laden. Der Ladezustand bei
der Lagerung von Zellen ist durch regelméBige Crhaltungsladungen zu sichern (siehe auch
Wartungsvorschrifi).

Eine Ladung von vollstindig entladenen Zellen auf der STE mit dem geringeren Strom von
ca. 5 mA fithrt nicht zur vollen Ausnutzung der Nennkapazitét der Zellen.

Eine Lagerung von entladenen Zellen ist bis zu einer Lagerzeit von einem Jahr ohne Ein-~
gchriénkung der elektrischen Parameter moglich, wenn die Umgebungstemperatur 20 %¢ ¥ 5 ¢
und die relative Luftfeuchte 60 % ¥ 15 % eingehalten werden. Danach miissen sie unbedingt
mittels Ladegerdit zwei- bis dreimal mit Nennstrom geladen werden und. entladen werden, bis
gie im Rechner eingesetzt werden kinnen.

Knopfzellen anderer Hersteller mit vergleichbaren elekirischen und konstruktiven Daten
kbnnen eingesetzt werden, wenn die Behandlungsvorschrift dieser Erzeugnisse entsprechen-
de Beachtung finden. Es konnen sich dabei Einschrankungen in den technischen Daten der
Speicher~STE beziiglich Einsatzbedingungen und Datenhaltezeit ergeben.



Beim Einsatz der Zellen auf der STE muB eine Zellen-Summenspannung von £ 4,6 V vorliegen,
da die auf dieser STE elngesetzten Speicherschaltkréise atdndig, auch wihrend der Stiit-
zung mit einer Betriebsspannung von 5 V ks 0,5 V versorgt werden miiesen. Unterhslb dieser
Spannung spricht die Spannungsiiberwachung an und sperri die CE-Signal-Bildung und damii
den Zugriff zum Speicher, widhrend dee Betriebszustandes werden die Zellen i{iber einen
Parsllelregler mit ca. 20 mA geladen, solange die Zellenspannung unter ca. 5,3 V blelbt.
Bei Uberschreiten der Schwelle wird der Ladestrom abgeschaltet und bei Unterschreiten
wieder zugeschaltet. Da die Akkumulatorspannung unmittelbar Betriebsspannung der RAM=-
Schaltkreimse ist, ist beim Wecheel der Zellen wihrend des Betriebes Vorsicht geboten, um
ein KurzschliefBen der Zelle bei Einbringen in die Halterung und in Folge dessen ein An-
sprechen der Spannungsiiberwachung und eventuellen Datenver;ust zu vermeiden. Zum Betrieb
der STE ohne Zellen muf der Schalter S1.2 (01-02) geschlossen werden,

8.4. Programmierung der STE Typ 045-8063

o807 OPS K3521.20
o605 -Bestickungsseite -
28951 512 9
0201
[
gogo] M
L R
0000 [+ N Re}
51.3[$92919529|s14
X1 X2

tlber die 4 Codierbriicken S1:1 wird der STE ein wihlbares zusammenhéngendes AdreBbereich
‘von 4 KByte=-Adressen zugeordnet. Die programmierte huswahleinrichthng erhidlt bindr ver-
. achliisselt die Anfangsadresase des gewiinschten AdreBbereiches. Die Adresse ist e¢in ganz-
zahliges Vielfaches von 4 K.

Die 4 Schalter von S1:1 sind wie folgt einzustellen:

AdreBbereich 07 = 08 05 - 06 04 = 03 02 - 01
0000 = OFFF x x X b d
1000 -~ 1FFF x b 4 X -
2000 - 2FFF x x - X
3000 -~ 3F¥FF x x - -
4000 -~ 4FFF X - X b 4
FO0OQO - FFFF - - - -
den Briicken sind

folgende Wertig- | & 32 K 216 K £ 8K 24K

keiten zugeordnet

X = Schalter geschlossen
= Schalter gedffnet



ABO...9
Adresse
ABO.. 15 - Block - CE1 Speicher -
WR AB 10,11 CE?
__ | Eingangs- aguswahl Sperrsignal CE3 anordnung
RD pufter fiir CE4
— | Adresse RESE l
MREQ | ynd Akku - 5PGI 4x 1K
Steuersig- kontrolle s PGW Byte
RFSH | nale M:SP:‘DI Steuer- Auswertg. {4 x 8 Chip)
— R L WRI
RESET VI elektro- adung
ik
a1l ,?
TAKT
5P 1
RO Datentreiber -~
Aus -
wpl'nl.-l_r
einric! AB 12-15 Adressum -
tung ™ schiisslg. Daten DBO...7
MEMDI Adresspro- Schreibaufrut
gregrammierg, intern
LA f RDY
TAKT Schaltnetzwerk
zur —
RAM -Taktrahmen- WAIT
Bildung
fEi 1EQ
13Kl IEQ1
BAI BAO
Abb, 1
Blockechaltbild K 3521,20 - Logik
RESET Y
RS-FF — SUE
/7 5P
- ]
|'—‘ Akkube - i
wertung |
5P _[7- | l— —
Spgs. Be- |
l wertung i
{_ ________________ i |
12P |
| i I
Ladewi- n s . SPOW o o e o & 3PCE
dersta _ geg%%“z_
Ent- pepassungs. | "SI pannung
koppel- r -|_regler
diode Sdede -
o
Nkt +
! Puffer- 1Akku
' konden- ! L .
: sator ° - ﬂ— Logik- Speicher-
1 il baugruppe
| schalt- | | tei
| regler |
|
| 4 4 - | - A A
! I
e -
Abb, 2

Blockschaltbild K 3521.20 - Sonderbauatufen



Der Schalter ist geschlossen, wenn der Punkt auf dem DIL-Schalter sichtbar ist.

Der Kontakt S1:2 (01-02) ist zu schlieBen, wenn die STE abweichend vom Normalfall ohne
Stiitzakkumulatoren betrieben werden soll. Damit wird die Erzeugung der Betiriehbsspannung
fiir die Speicherchips aus der Spannung 12 P unabhédngig von der Spannungsiiberwachungsein-
richtung. Die Pegel vom Steuersignal SUE urd fiir die LED-Anzeige in dieser Betriebsart:
8ind undefiniert:

Ist die STE mit Stiitzzellen bestiickt, ist der Kontakt unbedingt wieder zu Offnen, um
eine zusdtzliche Belastung der Zellen im Stiitzbetrieb zu verhindern (Verkiirzung der
Stitzzeit).

8.5. Auswahl des Speichersperrsignals MEMDI

YENDY Schalter S1:3 Kontakt 01-02 geschlossen
PEMNYT Schalter S1:3 Kontakt 03-04 geschlossen
PEEDIZ Schalter St:3 Kontakt 05-06 geschlossen

Die verbleibenden Schalterkontakte dienen der Priifung der STE und miissen im Betrisba-
fall getffnet sein.

8.6. Funktionsbeschreibung

8.6.1. Verwendungszweck

Der OPS K 3521.20 wird im Erzeugnisprogramm "Dezentrale Datentechnik" als Ope}ativ-
speicher eingesetzt (statischer Schreib«lese~Speicher), dessen Informationen bei System-
spannungsabschaltung gesicheri werden.

Beachte! Die Variante K 3521.20 ist nicht zur Abarbeitung von Mi-Zyklen geeignet.
8.6.2. Fanktion

aufgrund des Einsatzes unterschiedlicher CMOS-RAM-Typen existieren im VEB Robotron
Buchungsmaschinenwerk die Steckeinheitentypen STE-Typ 012-T012 (Betriebsdokumentation
K 3521, Punkt 4) und die STE Typ 045-8063 (RAM ~ Matrix aufgebaut auf dem Schaltkreis
X 537 RU 14).

Die STE beinhaltet die Funktlonegruppen:

Speichermatrix

Ein- und Ausgabepuffer

Auswahl~ und Steuerelektronik

Akkumulatorlade~, Kontroll- und Auswerteachaltung

Die Schaltung der Variante K 3521.20 wird nachfolgende beschrieben, da sie Unterachiede
zum OPS K 3521 aufweist.

Dae Blockschalibild (4bb, 1) zeigt die Wirkungsweise der Logiksieuerung, Abb. 2 erginzt
dag Blockschaltbild in Bezug auf einen akkumulatorgestiitzten Datenerhalt.



Die Speichermatrix besteht aus 4 Gruppen zu je 8 Speicherchips. Jedes Chip enthdlt 1 KBit.
Eine Gruppe von 8 Chips bildet einen Speicherbereich von 1 EByte. Jede der 4 vorhandenen
Blocke wird durch ein gesondertes TE-Signal aktiviert,

Alle 10 AdreBeinginge der Speicherchips und der Steuereingang WE {Schreib~Lese-Steuerung)
8ind miteinander verbunden und werden iiber low-power-Schottky-TTL-Pufferschaltkreise

AZ2:1 bis AZ2:3 gespeist, die ihrerseits die Ansteuerung der open-collector-Treiber T 106
fir die Speicher {ibernehmen.

Diese Treiber gewdhrleisten im Zusammenhang mit Lastwidersténden, die mit einer geson-
dert erzeugten Spannung 5 PGW versorgt werden, die besonderen Porderungen der Speicher-
schaltkreise des OPS K 3521.20 in Bezug suf Eingangspegel, die nur 0,4 < 5 PGI (Speicher-
betriebsspannung), jedoch nicht < 4,6 V sein diirfen.

Alle iibrigen Speichereingangssignale des OPS K 3521. 20 sind ebenfalls iiber open-collec-
tor-Stufen gefiihrt (A3:3 bis 43:5).

Bei den Datenausgangs- und -eingangsleitungen sind jeweils die gleichen Bits der 4 Spei-
cherbldcke parallel geschaltet und mit bidirektional arbeitenden Datenpufferschaltkrei-
sen SE16 (A1:1, A1:2) verbunden, die die Verbindung mit dem Systembus herstellen. Ist

die STE nicht angesteuert, sind die Datenpuffer hochohmig und belasten den Systembus
nicht.

Da zwiaschen Dateneingang und -~avsgang der Speicherchips ein Polaritidtswechsel etattfin-
det, werden die Eingangsdaten negiert (A3:1, 43:4/08, 10). )

Der 1 aus 8-Decoder Al1 decodiert die AdreBesignale AB10 und AB11 und es wird eines der

4 Speicheransteuersignale CE iiber nachgeschaltete open-~collector~Stufen (A3{5/O4, 06,

10, 12) aktiviert. Voraussetzung fiir die Decodierung dieser beiden AdreBleitungen sind
die Steuersignale:

- MREQ = 0 - Speicheranforderung

Speichersperre inaktiv
kein Refresh-Zyklus

L

und die Adrefisignale AB12 ... AB15 entsprechend der Anfangscodieryng der Wickelbriicken.
Die Byteanwahl innerhalb der 4 Bldcke erfolgt direkt durch die AdreSbits ABO «++« AB9.

Die Erkennung der Anfangsadresse der STE erfolgt durch den Exklusgiv-Oder~-Baustein T 186
(A4). ' _

Die AdreBbits AB12 ... AB16 werden mit der an der Schaltergruppe St:1 eingestellten
(negierten) Anfangsadressen verkniipft.

Ein gedifneter Schalter legt high-Pegel an den Eingang des entsprechenden Exklusiv-0der-
Baugteins. Bel programmierter Anfangesdresse ist die AdreBleitung low, so daB am Nand

T 130 (A5) bei MEMDI = ! und MERQ = O am Ausgang A5/08 das Freigabesignal low bildet.
A5/08 = O aktiviert den 1 aus 8-Decoder A11, die Ausgangsdatentreiher‘A1=1 und A1:2
durch den Steuereingang CS, wobei das Signal KD die Wirkungsrichtung des Datensustau-
sches zwischen Bus und Speicher vorgibt. AuBerdem wird des Quittungssignal RDY erzeugt
(A3:2) und durch Preigebe der Schiebekette A10:2 und A10:1 die Bildung des Signals WXIT
ausgeldst. Dieses Signal bedingt die Finblendung von zwei WAILT-Verlingerungszyklen durch
die ZVE. Eine Schiebekette, bestehend aus 4 D-Flip-Flops, schaltet das Signal WEIT so-
lange suf low, bis die ZVE 2wei WAIT-Zyklen eingeblendet hat. Gleichzeitig gibt dar Aus-
gang 05 das FF A10:1 den 1 aus 8~Decoder A11 frei, der CE1 ... CE4 bildet.

Am Nand A7/12 wird das Steuersignal WR verkniipft mit dem aus der Schiebekette gebildeten
Signal und bildet das Schreibsignal WRI fiir die Speicherschaltkreise.

Sonderbsugruppen der STE OPS K 3521.20 sind:

- Akkumulatorladeschaltung
- Spannungsregel- und -auswerteschaltung



Sie gewdhrleisten bei externer Stromversorgung den unterbrechungsfreien Ubergang zum
Stiitzbetrieb bei Abschalten der Betriebsspannungen und umgekehrt einen Ubergang in den
Normalbeilrieb ohne Informationsverlust.

Die Betriebsapannung 5 PGI fiir die Speicherschaltkreise wird aus 12 P iiber den Transistor
V8:1, dem Begrenzungswiderstand R9, der von einer Auswerteschaltung gesteuert wird (Akku-
mulatorstrombegrenzung} und der Diode V1:2 gebildet.

Im Stitzbetrieb ist die Diode V1:2 zur Entkopplung in Sperrichiung betriebemn.

Die Betriebsspannung der Speicherschaltkreise wird mit dem Schwellwertschalter A13:2
{iberwacht.

Durch den Regelwiderstand R14 wird die Spannung am invertierenden Eingeng 04 des A13:2
auf 5,2 V eingestellt. {lber den Widerstand R6:2 gelangt die zu kontrollierende Betriebe-
gpannung an den Eingang 03. Das RC-Glied R2 parallel €5:1 ist das Riickkoppelglied des
Scheltreglers. Ubersteigt die Betriebsapannung fiir die Spéicherschaltkreise einen be-
stimmten Wert, ¢ffnet der Transistor V2:1. Der Spannungspegel sginkt.

Fillt die Betriebsspannung unter den Sollwert, z. B. durch Anderung der Stromaufnahme im
dynamischen Betrieb, spexrrt der Schalttransistor V2:1, so daB die Spannung steigen kann.
Der Schaltkreis Al4 erzeugt fiir die beiden Komparatoren A13:1 und A13§2 eine hochatabile
Referenzspannung und zwar fiir den A13:2 ce. 5,2 V und durch den Spannungsabfall am Innen-
widerastand der getffneten Diode V3:1, ca. 4,6 V flir den A13:1.

Die Spannungsregelschaliung 414 wird iiber R4 von der Systemspannung 12 P gespeist und
regelt in Abhdngigkeit von der Ausgangespannung dex Betriebsspannungserzeugﬁng 5 PGI itber
V9:2 und V7:2 die Anschlagspannung fiir die Widerstandsnetzwerke A17, R19 direkt und A16:2
indirekt iiber R11:2 und V8:2, die eine Potentislanhebung der TTL-Ausgangspegel auf die
geforderten Werte sichern. '

Das Widerstandenetzwerk A16:2 ist iiber einen elektronischen Schalter V2:2/V8:2 mit dieser
durch A14 nachgefilhrten Anschlagspannung verbunden und liefert am A414/06 die Spannung

5 PCE.

Der elektronische Schalter wird von einer Spannungsuberwachungsschaltung gesteuert, die
den Pegel der Hilfsspannung 12 P und der Logikspannung 5 P kontrolliert. Liegt eine die-
ser Spannungen suBerhalb der Toleranzgrenze, wird die Speichermatirix durch Abschaltung
der 5 PCE (itber R16:2) sofort in den inaktiven Zustand gebracht und der Informationsin-
halt bleibt erhalten. '

Dae Signal FWESPT beeinfluBt den elektronischen Schalter iber A12/03 und A3:5/02. Er ist
erst wirksam, wenn NESET wieder inaktiv geworden ist.

Der A12/06 verkniipft das Signal RESET mit dem Auswertesignal vom Komparator A13:1. Dieser
Komparator ilberwacht den Spannungspegel 5 PGI. Die Vergleichsspannung 4,6 V ist durch den
Spannungsteiler R12 ... R14 einstellbar.

Bei FESET = 0 wird iiber das Nand 412/03 und dem elektronischen Schalter V2:2 und V8:2 die
Spannung 5 PCE zugeschaltet.

Die Aussage der Komparatorschaliung "Batterieladespannung z 4,6 V bzw. < 4,6 V" wird durch
das FF A12/08/11 gespeichert. Es kann aber jederzeit durch den Zustand "Speicherbetrieba-
spannung unterhalb der Toleranzgrenze" gekippt werden.

Er erfolgt:

1. Bildung des Signala SUE Fehlerfall
2. Bildung eines optischen Kontrollsignale durch V7
3. Aktivierung des elekironischen Schalters VB:1 (iiber V10, V4, R8 und R5:1)

. ‘ .
Dieser Schalter liBt erat dann einen Ladestrom in die Akkumulatoren flieBen, wenn die
Auswertung des Batterieladezustandes (wihrend RESET) positiv verlaufen ist.

SUE = 1 und LED-Anzeige leuchtet: 5 PGI %* min. Schlafspannung. Datenerhalt gesichért.
SUE = 0 und LED-Anzeige aus: S5 PGI < min. Schlafspannung bzw. Akkus sind nicht be-
gtilckt. Datenerhalt ist nicht garantiert.



Die Prioritétenketten BET, BEO

TEY, TEO

IETT, TEOT sind auf der Steckeinheit gebriickt.
Kurz- und langseitige Storungen auf der Betriebeapannung werden durch Sieb- und Stiitz-
kondensatoren gesiebt.

3. Operativspeicher OFK K 3626.31

32 KByte RAM - Typ 062-8331 (1.62.518331.0 - 083~4=710-052)
9.1. Kurzcharakteristik

Mit dem Schreib-Lese-Speicher (Operativepeicher) OFK K 3626.31 werden variable Daten
wihrend des Programmablaufs im Mikrorechner K 1520 gespeichert. Er beateht aus einem
32 KByte groBSen dynamischen RAM-Speicher mit folgenden Funktionagruppen:

- Matrix 32 KByte RAM
= Ein- und Ausghbepuffer bzw. Spalten~- und Zeilenauswahl der Speicherchipa
- Aussteuerelektronik

9.2. Technische Daten

Steckeinheitenabmessungen: 215 mwm x 170 mm
Speicherkapazitéts 32 KByte
(Matrix von 2 x 8 Speicherchips) - U 256
Speicherschaltkreistyp: K 565 RU 3G (MK 411 6P=3)
16384 x 1 Bit
Zugriffezeit: £ 200 ne

Steckverbinder: 2 x 58-polig, indirekt
‘ Bauform: 304-58, TGL 29331/03 fiir System- und
Koppelbussteckverbinder

Stromversorgung: +5VE5 g max, 750 ma
+12Vis5% max. 100 ma
-5V5% max., 15 maA
Betriebsarten: Lese- und Schreibzyklen in beliebiger Reihenrolge
Datenerhalt: Die Information geht beil Abschaltung der Betrieba-

spannung verloren.

Alle = 2 me muB durch eine Refresh-Steuerung die
Speicherzelle regeneriert werden.

Sie erfolgi durch die ZVE dese MR K 2526,

g9.3. Proggammierung der STE

Das FProgrammierfeld ist als Wickelstiftpaare ausgefilhrt. Abbildung 3 zelgt die Belegung
der Wickelstifte flir die Pestlegung der Anfangscodierung der STE. Entsprechend der Zu-
ordnung werden dle Briicken gewickelt.
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OFK K3625.31
- BestlUckungsseite -
XBoh X9
olo
ozo
030
X1 X2

Abb. 3 ‘ .

Innerhalb des AdreBraumes von 64 KByte kann der RAM-Speicherbereich von 32 KByte in

4 KByte-Schritten verschoben werden. :

Mit den 4 Wickelbriicken X8:1 ... X8:4; X9:1 ... X9:4 kann in bindrer Verschliisselung die
Anfangsadresse dea gewlinschten AdreBbereiches durch éntsprechende Briicken festgelegt
werden,

Wickelbriicken
Adrefibereich X8:4 - X9:4 I8:1 =~ X9:1 X8:2 - X9:2 | XB:3 - X9:3
0000 ... TFFF - - - -
1000 ... BFFF - Briicke - -
2000 L] BFFF -~ - Brﬁcke -
3000 ... AFFF - Briicke Briicke - ~
8000 ... FFFF Briicke - - -
Adressenzuordnung
bei beschalteter 2 32 K = 4K 2 8K 2 16 K
Brilcke

9.4. Funktionsbeschreibung

9.4.1. Verwendungszweck

Der OFK K 3626.31 wird im Erzeugnisprogremm "Dezentrale Datentechnik" als Opersativ-
speicher (dynamischer Schreib-ILese-Speicher) verwendet.

9.4.2. Funkticn

Die AdreBleitungen ABO ... AB6 werden iiber den Schaltkreis A3 gefiihrt und liegen an den
Speicherschaltkreisen als Eingiinge 40 ... A6 an. Mit den sieben AdreBbits ktnnen 128
Zeilen adressiert werden. Der Ubernahmetakt fir diese Zeilenadresse RAS (row adreas
strobe) wird durch MREQ, F3 (425/08) oder RFSH (A12/08; 425/11) gebildet und ist mit low
aktiv. Da NREQ mit einer H-L-Flanke des Taktes aktiv wird (siehe Taktdiagramm ZVE - Bau-
gteiniibersicht), wird esuch das Zeilenansteuersignal RAS mit dieser Flanke ausgeldst. Mit
Bildung von RAY = O wird {iber 425/06 mit der nichsten I-H~Flanke des Taktea das FF A20
gekippt und das Register A3 wird gesperrt (hochohmiger Zustand). Ds das Register erst
mit der L~H~Flanke des Taktes gesperrt wird, bleibt ausreichend Zeit, um die Zeilenadres-
8¢ in die RAM's zu itibernehmen.

Zur gleichen Zeit wird der AdreBtreiber 44 freigegeben. An den Dateneingéngen liegen die
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AdreBleitungen AB7 ... AB11 und bilden zusammen mit den AdreB8bits AB12 und AB13 am 4-Bit-
Volladder T183 A9 (Wirkungsweise siehe Betriebadokumentation Speichersteckeinheiten,
Punkt 6.4.2.2.) gebildeten Signalen FO und F1 die Spaltenadrease fiir die RAM~Bausteine.
Die Blockauswahl (0. bis 15, KByte oder 16, bis 31. KByte) bewirkt das AdreBSbit AB14.
Uber 49 wird mit dem Signal F2 oder ¥2 die Spaltenansteuersignale TAST und 052 (column
adress atrobe) filr die beiden 16 KByte RAM-Bereiche gebildet. CAS1 wird nur aktiv, wenn
RFSH inektiv ist (430/03; A30/06; A30/08 und 11). .

Der {lberneahmetakt fiir die Spaltenadresse bewirkt nach entaprechender Jugriffazeit, in

der die Datenausginge der RAM's hochohmig werden, die Ausgabe der Dateninformation, wenn
WE inaktiv ist (high-Pegel) = Lesezyklus.

Das Datenbyte aus den adressierten RAM-Bausteinen gelangt iiber den internen Datenbus und
wird iiber 2 bidirektionale Treiberschaltkreise A13/17 auf den Datenbus des Systems ge-
schaltet. Diese Treiber werden aktiviert (T8 = 0), wenn EFBSE und WEMDT inaktiv sind
(high~Pegel) und RAS = 0 (aktiv) iiber A25/06; A16/12; A16/08 und 421 Eingang 02.

Die Richtungesteuerung erfolgt durch das Steuersignal KD auf den Eingtingen DTER der Trei-
ber A13/417. Das Beschreiben der RAM-Bausteine verlsuft analog dem Lesen. Vor der Bildung
des Spaltenaktivierungssignals muB das Steuersignal WE = 0 werden.

Das WE-Signal fir die RAM-Bausteine wird aus NEMDT und WR (421/08) gebildet. Die Schreib-
daten gelangen iiber die bidirektionalen Treiber A13/417 suf den internen Datenbus und
liegen jeweils an den bitorientierten DI-Eingiingen der entsprechenden RAM-Basusteine. Das
Steuersignal RD =

Der Treiber A13/A15 steuert die Daten von DB nach DO. Fiir die Bildung von UF dieser Trei~
ber gilt wie beim Lesezyklus, die Steuersignale RFSH, MEMDI und RAS sind low.

Wird ¥REQ inaktiv (high), d. h. keine Ansteuerung des Speichers, wird das Zeilenansteuer-
signal RAS abgeschaltet und entsprechend zgeitverzigert, auch das entsprechende Spaltenan-
steuersignal TAST oder TASZ. Gleichzeitig wird das FF A20/06 riickgesetzt, das Register A4
fir die AdreBleitungen ABO ... AB6 freigegeben und das Register A5 gesperrt {(Spalte).
Damit ist der Lese- bzw. Schreibzyklus abgeschlossen.

Die Ansteuerbedingungen sind:

~ Schreib-/Lesecaufruf: NKEW . MEMDI . RFSH(%
~ Auffrischaufruf: RIS . WREQ

Gleichzeitig mit der Bildung des Signals TS fiir die Datentreiber A13/4A17 wird Uber die
open~collector-Baustufe A21/06 das Signal KUY = 0 als Quittungeeignal fir die ZVE bei
entasprechendem AdreBhbereich gebildet.
Die Prioritétenkette BAL, BAD

TEY, TEC

TETT, IEOT sind auf der STE nur gebriickt.
Kurz- und langseitige Stdrungen auf der Betriebsspannung werden durch Sieb- und Stlitz-
kondensatoren gesiebt.

9.4.3. Refresh-2yklus

Eine eigene Regenerierungssteuerung, die bei Verwendung von dynamischen RAM-Schaltkrei=-
sen erforderlich ist, ist auf der STE K 3626.31 nicht vorgesehen.

Das Auffrischen des Dateninhaltes der RAM-Speicherbausteine erfolgt durch eine "Refresh"-
Ansteuerung von guBen; {iber die AdreSleitungen ABO ... 4B6 und das Signal R¥SH aktiv low
(Uber den Bus).

Der Speicher beeteht aus 2 x 8 Speicherbausteinen U 212 mit einer Kapazitidt pro Chip von
2 x 16 KByte & 32 KByte,
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Das Auffrischen erfolgt in der sogenannten RAS~only-Betriebsart, d. h. alle 128 Zeilen
simtlicher RAM-Bausteine miissen nacheinander adressiert werden, um den gesamten Spei-
cherinhalt aufzufrischen. Das mufB mindestens einmsl innerhalb von 2 ms erfolgen, um den

Dateninhaelt zu erhalten.

In jedem M1-Zyklus wird eine Zeile asufgefrischt. Die Zeilenadresse wird von der ZVE
(Refreshregister) iiber den AdreBbus ABO ... AB6 (max. 128 Byte) bereitgestellt.

F2 El
AB12.1 AB12...15 Adressen-| F3
4 Putter 4 4 umschlin- froFq TED
MREQ ter AEi1
5P EGT
_ iBA1
[]R3 {BAD
ABY.. g | Puffer3 . 17 206
7-(:—5— Zeilen~ 7 Speicher.matrim
adresse Adressen- 8x.16k bit
r multiplex- Do
steyerung AS1
Speicherbe - RAS,WE B
reichsum -
schaltung ] DI
f
ABTTI Puffer 2
Spaiten-
% adresse
l_— — AQG..
RESH RAM - —=A0-8
Speicher-
Steuerung maltrix 2
RESH 8x16k bit pole
8
Puffer 1 CAS2
TAKT RDY - Bit-
dun " RAS, WE
RD 3 4 ] DI
8 ]
1 RDY
Deo.L7 Daten -
puffer
L] BIEN
&
C
Abb, 4

Blockschaltbild X 3626.31
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10. Programmierbarer Festwertspeicher FPFS K 3822

16 K EPROM ~ Typ 062-8450 (1,62.518450,0 = 083-4=T10=050)

10.1. Kurzchargkteriatik

Die programmierbare Speichersteckeinheit FFS K 3822 ermoglicht die Spelcherung von Fest-
daten.

Ein Datenerhalt ist auch nach Abschelten bzw. Ausfell der Betriebsspannung gewdhrleistet.
Auf der STE Typ 062-8450 befindet sich ein 16 KByte grofSer programmierbarer Featwertspei=
cher (EPROM—Spelchermatrlx) mit den Funktionsgruppen:

- Bin- und Ausgabepuffer

= Schaltung zur Auswahl und Ansteuerung der Speicherschaltkreise

-~ 16 KByte EPROM-Speichermatrix

-~ Schaeltung zum logischen Trennen der Speichermatrix von der Aneteuwerelekironik
wihrend des Programmiervorganges

- RDY~ und WAIT-Bildung

Die EPROM-Speicherchips sind fest eingeldtet. Das Programmieren der Schaltkreise erfolgt

auf der STE iiber die Steckverbinder X1 und X2 in einem speziellen Programmierger#i. Eine

Knderung des Speicherinhaltes ist durch L¥schen der gesamten Speichermatrix oder einzel~

nen Speicherschaltkreise in einem speziellen Lbschgerit und snschlieBendem Neuprogrammie-
ren moglich.

Zur Priifung der STE dient der direkte Steckverbinder X3.

Die STE K 3822 ist vollstiéndig kompatibel zur STE K 3820 (Typ 012-7041) und kann an ihrer
Stelle singesetzi werden. Bine spezielle Variante mit 8 KByle-Bestiickung ist mglich.

10,2. Technische Daten

Speicherkapagzitét: 16 KByte (Anordnung von 16 Speicherchips);
abrilstbar auf 8 KByte
Speicherschaltkreisiyp: Q 260
' ‘ 1 x 8 KBit; nMOS EPROM
Zugriffszeit: "= 350 na
Betriebsarten: ~ Lesen als abgeschlossener Zyklus
~ Programmieren im Programmiergerdt
- Loschen der gesamten Speichermatrix oder
eingelner Speicherschaltkreise (im Loschgerdt)
Stromversorgung: 5F = s5vis %, I =0,9 4
5N=-5V%5% I=0,54
12P= 12Vis5% 1=0,94

Beachte!
Die Spannung 5 V darf nicht spiter als 10 ms vor
Wegfall der 5 P bzw. 12 P abschalten.

10.3. Programmieren der STE

10.3.1. Programmierfelder der STE

Die Auswahlfelder bestehen aus Wickelgtiftpaaren. Die Codierung erfolgt durch das
Wickeln von Briicken.
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X3
PFS K3822
Typ 062-8450

- Bestiickungsseite -
X1o

X100 283 8%% Foxn
x6be 3
L« 1 x I

Abb., 5

10.3.2. Adressenzuordnung

Die 16 AdreBlei{ungen des Systembusses haben folgende Zuordnung:

ABO ... ABS - interne Chipadressierung

AB12 ... AB15 - Durch Umschlileselung wird im Speicher die Adresse AB12K ... AB15K
wirksam. Sie ergibt sich aus der stellenrichtigen Subtraktion der
im Programmierfeld X8 - X9 ausgewdhlten Anfangsadressen der STE
und der esngelggten Adresse ABi12 .., AB15.

AB10, ABU - Auswahl einer der 16 x 1 KByte~-Bldcke der STE (Chipauswahl)

AB14K, AB15K -~ - STE wird ausgewshlt, wenn beide Signale low=Potential besitzen.

Fegtlegung der Anfangsadresse der STE

Die 4 Wickelbriicken erhalten in bindrer Verschlﬁa;elung die Anfangesadresse der STE
innerhalb dee Gesamtspeichers des MR. Die Programmierung erfolgt durch entsprechends
Briicken des Progremmierfeldes X8:1 ... X8:4; X9:1 ... XI9:4. Diese Adresse ist ein
ganzzahliges Vielfaches von 4 K.

Wickelbriicken:

AdreBbereich I8:4 = X9:4 X8:3 - X9:3 X8:2 - X9:2 X8:1 - X9:1
0000 - 3FFF - - - -

1000 = 4FFF - - - Briicke
2000 -~ SFFF Do - Briicke -
3000 = 6FFF - - Briicke Briicke
4000 - TFFF - Briicke - -
CO00 - FFFF Briicke Briicke - -
Wertigkeit der _ 232K 216K 28K 24K
Wickelbriicke

10.3.3. Belegung der EPROM-Schaltkreise auf der STE

Die EPROM-Speicherschaltkreise sind fest eingel®tet. Die Adressen sind relativ zur
programmierten Anfangsadresse der STE zu werten.
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0400~ | OCOO- 1400=- 1000~ | 2400~ | 2C00- | 3400- 3C00-
OTFF OFFF 17FF 1FFF 27FF 2FFF 3TFF 3FFF

0000- | 0800- 1000~ 1800~ | 2000~ | 2800~ | 3000- | 3800~
O3FF OBFF 13FF 4i_1BFF 23FF 2BFF 33FF 3BFF

10.3.4. Auswahl des Speichersperrsignals MEMDI

Wickelbriicken

Signal X631 ~ X721 | X632 = X7:2 | X6:3 - X7:3
MEMDI  (X1:B0O9) Briicke - -
MEMDI 1 (X2:421) - Briicke -
MEMDI 2 (X2:B21) - - Briicke

10.3.5. Bildung von WAIT

Von der Zugriffszeit der verwendeten Speicherbauelemente héngt es ab, ob wihrend des

Befehlszyklus im MR eine Zeitverléngerung {Uber “WAIT"'vorgenommen werden muf.
Eé gilt folgendes:

- Bildung von "WAIT" im M1-Zyklus: Briicke X10 ~ X111 offen
~ keine "WAIT"-Bildung: Briicke X10 - X11 geschlossen

10.3.6. Abgeriistete Variante mit 8 KByte Speicherkapazitit

Entsprechend der vorgegebenen Speicherkapazitét ist folgende Wickelverbindung zu
realisieren:

~ 16 KByte-Bestiickung: Briicke X12 - X13 offen
~ 8 KByte-Bestilckung: Briicke X12 - X13 geschlossen

10.3.7. Programmierung der Speichersgchaeltkreise

Die Programmierung der STE erfolgt im vollstdndig bestiickten Zustand mit Hilfe eines
- gpeziellen Programmiergerdtes. Das Beschreiben der Speicherchips erfolgt von einer
Master-STE. Dabei ist die Programmierung der gesamten STE oder auch einzelner Spei-
cherschaltkreise mdglich.

10.3.8. Loschen der Speicherschaltkreise

Die LUschung der Speicherschaltkreise erfolgt durch ein spezielles Ldschgerdt. Ees sind
miglich:

- Gesamtltschung der EPROM-Matrix oder
- Loschung einzelner Speicherchips.

(Loschgerst fiir PROM - STE K 3822 78401-0834710050)
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10.4. Funktionsbeschreibung

10.4.1. Yerwendungszweck

Der FFS K 3822 wird im Erzeugnisprogramm "Dezentrale Datentechnik" als programmierbarer
Festwertspeicher eingesetzt. Er enthdlt die festen Programme oder Daten.

10.4.2. Funktion

Auf der STE befinden sich folgende Funktionsgruppen:

Speichermatrix

Ein- und Ausgangstreiber
Auswahlelektronik
Steuverelektronik

Die Wirkungsweise der Schaltung ist aus dem Blockschaltbild ersichtlich.

ABO.. 9 ¥
chh;]esse Eingangs- AB10, 11
.15 <. .
D puffer fir —_—liBEK
ﬁ:?sse AB12.15 Adressenum- JABIIK Speicher-
MRED Steuersig- schliufler - matrix
rale - -
[ 16 KByte
-
RFSH EPROM
programmierte
STE Adresse
- ©°
MEMDN_, IL.
MEMDI =1 Blockauswahl
. o
Daten
pBO...7
o Daten- pet——lopm
RD puffer
MEMDX o Steuer-
RESH - elektronik
MERJ
Lol Rpy- ROY
Bildung [RDYEX _
i [
TAKT —
M1 -
TAKT _ | wAIT-Bildung
WAIT _
E__,
Auswahlein- ED
richtung BAl -
BLP )
CSpP BAD
PR1, 16 . ETl .
1EQ]
Abb. 6

Blockschaltbild K 3822.02 17



Die Speichermatrix besteht aus 16 Speicherbausteinen Q 260 zu Je 1 KByte Speicherkapa-
zitdt, _

Die AdrebBeinginge ABO ... AB9 liegen parallel an allen Eingingen der Speicherchips an,
aie werden iiber Schottky-TTL-Pufferschalikreise SE12 (A11/12) verstdrkt. Die Datenaus-
génge DOO ... DO7 sind {ber die Datenpufferachaltkreise SE16 {421/31) auf den Systembus
gafilhrt. Diese Ausginge sind‘"B—state"-Ausgénge.

Die Auswahl und der Aufruf der 1 K-Speicherbereiche erfolgt ilber 16 CS~Signale €S1...CS16,
Liegt ein Speicheraufruf vor, wird iiber zwei 1 aus 8-Decoder SE05 {A419/20) eines der 16
C5-Signale aktiv mit low. Der adressierte Speicherplatz wird gelesen. Die Umcodierung der
iiber den Bus angelegten AdreBbits AB12 ..., AB15 wird durch den Adderbaustein PS83 (416)
vorgenommen (siehe Punkt 10.4.2.). Dieser Adderbaustein verkniipft die angelegte Adresse
AB12 ... AB15 mit der im-Auswahlfeld der STE codierten Anfangsadresss. Es entstehen am
Ausgang die internen STE-Adressen AB12K ... AB15K.

Die AdreBbits AB10, AB11 und die umcodierten Bits AB12K und AB13K (FO/F1) bilden durch
die Decoder SEO5 (A19/20) die Auswahlsignale G371 ... CS16 der Speicherchips, vorausge~
setzt, die vom Adderbaustein PS83 (A16) gebildeten AdreSbits AB14K und AB15K (¥F2/F3)
geben die Decoder iiber das Nand A18/6 frei (MEMDI und RFSH = high).

Abgeleitet vom Signal RD wird iiber A17/2 das Signal A15/3 = low fiir die Datentreiber
A21/31 gebildet, welches die Daten aus dem Speicher auf den Bus aschaltet.

Die Schaltung zur Bildung des Signals "WATT" wird ebenfalls freigegeben (A17/8 = high).
Ist die Briicke X10 - X171 nicht gesetzt, wird aus der mit den Signalen M1 und TAKT ge-
steuerten Schiebekette, bestehend aus zwei FF's A14, iiber A15/8 das Signal WEIT mit low
gebildet und auf den Bus geschaltet. i

Bei der Bestiickung der Speichermatrix sind zwel Varianten mdglich:

~ 8 KByte-Bestiickung oder
- 16 KByte-Bestiickung

Die Bildung des Signals RDY = low wird deshalb vom Signal MREQ abgeleitet, abhéingig von
der Wickelbriicke X12 « X13 und von den internen STE-Adressen AB14K und AB15K. Die lo-
gische Verkniipfung dieser Bedingungen erfolgt durch A18/8.

Wird eine auBerhalb des 16 KByte-AdreBraumes der STE liegende Adresse zugesprochen, so
verbindet A18/6 mit high die Freigabe der Decoder und demzufolge die Bildung des RDY-
Signals (A17/8 = low). : ' _
Bei 8 KByte-Bestiickung (Briicke X12 - X13 gesetzt) wird die Bildung des RDY~-Signals durch
A17/4 = low verhindert, wenn eine Adresse auBerhalb des 8 KByte-Adrefiraumes angeaprochen
wird. Der Decoder A19 wird durch A17/4 = low gesperrt., Die RIDY¥Y-Bildung iet auch durch
RDYEX mglich.

Zur Durchschaltung der Prioritdtenkette fiir die INT-Bearbeitung sind die Anschliisse

IEl, IEC
BAI, BAC
IEI1, IEC1 am System- und Koppelbus gebriickt.

10.4.3. AdreBdecodierung durch 4 Bit=-Volladder PS83

Siehe Betriebsdokumentation Speichersteckeinheiten, Punkt 6.4.2.2.

10.4.4, Programmierung der STE

Die Programmierung der STE erfolgt mit Hilfe einss speziellen Programmiergeridtes fir
1 K EPROM (792910000080667) und der Aufnahmevorrichtung zur Programmierung der SIE
K 3822 (773010834710050},
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Die Blockierspannung BLP 4,5 V verhindert unzuldssiges Ansteigen der Spannung an den
Ausgiingen der Decoder A19 und A20 beim Anlegen der Programmierspannung CSP = 12 V. Mit
CSP werden alle 1 K-Speicherbereiche gleichzeitig aufgerufen. Adresse und Daten liegen
iiber ABO ... ABS bzw. DOO ... DOT gleichzeitig an allen Speicherchips an, die Auswahl
und Programmierung des entsprechenden 1 K-Speicherbereiches erfolgen durch die Program-
miersignale PR1 ... PR16.

Die Programmierung erfolgt im Programmiergerdt gem&l Bedienungeanweisung. Eine Umpro=
grammierung des EPROM-Speichers kann durch Léschen im Loschgerit und anschliefendem
Neuprogrammieren erfolgen.

Dabei ist das Umprogrammieren des gesamten Speichers oder einzelner Speicherschaltkreise
moglich.

Bei der Programmierung des Speichers ist zu beachten:

1. Das Betriebssystem ist, beginnend mit Segment "Grundmodul O", ab der niederwertigsten
EPROM-Speicheradresse und in fortlaufender Reihenfolge einzuspeichern. Unbelegte
Speicherschaltkreise innerhalb der Segmente gind nicht zul#esig.

2. Wird der vorhandene Speicher durch das Betriebasystem nicht voll ausgenutzi, sind die
adrefmilig hoher liegenden unbelegten Speicherschaltkreise mit dem Segment "Fiillmodul"
zu beschreiben.

3. Da stets alle Speicherschaltkreise bestiickt sind, steht im EPROM~-SpeicheradreBbereich
kein AdreBraum fiir andere Zwecke zur Verfiigung (z. B. fiir Bildschirmadressen, indem
in einigen Gerdtevarianten bei der bisherigen Steckeinheit K 3820 der 1. EPROM-Spei-
‘cherschaltkreis nicht bestiickt wurde).

11. Operastivapeicher 0PS K 3526

64 KByte dynamisch RAM

OPS K 3526.00 interne RFSH-Steuerung-64 KByte RAM 083-4-710-064
1.62.518600.8/00

OPS K 3526.10 keine interne RFSH-Steuerung-64 KByte RAM 083-4=T10-065
1.62.518601.6/00

OPS K 3526.20 interne RFSH-Steuerung-48 KByte RAM 083=-4-T710-066
1,62.518602.4/00

0PS K 3526.30 keine interne RFSH-Steuerung-48 KByte RAM 083~4-710-067
1.62.518603.2/00

OPS K 3526.40 interne RPSH~Steuerung-32 KByte RAM 083-4-710-068
1.62.518604.0/00

OPS K 3526.50 keine interne RFSH-Steuerung-32 KByte RAM 083~-4-710-069
1.62.518605.7/00

11.1. Rurzcharakteristik

Mit dem 64 KByte dynamischen RAM STE (Operativepeicher) OPS K 3526,00 kbnnen variable
Daten wihrend des Programmablaufes im MR K 1520 gespeichert werden.

Die Besonderheit der STE besteht darin, daB ihr Speicherinhalt bei Netzausefall durch
eine interne RPSH-Steuerung erhalten werden kann, wenn im MR ein AKU=-Modul vorhanden
ist (Notstrom).
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11.2. Technische Daten

Steckeinheitenabmesaungen:
Speicherkapazitat:

Speicherschaltkreistyp:

Zugriffezeit:
Steckverbinder:

Stromversorgung:

Betriebsarten:
Signalpegel:

Betriebsart:

215 mm x 170 mm
64 KByte; abriistbar auf 48 KByte und 32 KByte
(Matrix von 4 x 16 KByte)
Typ U 256
RU3A
16384 x 1 Bit
8 400 ns
2 x 58 polig, indirekt
Bauform: 304-58, TGL 29331/03 fir System=- und
Koppelbussteckverbinder
5P = +5V=>5%, max. 0,3 4
5Pe= +5V <5%, max. 1,0 4
12 P6%= + 12 V £ 5 %, max. 0,5 A
5NG*= -5V %5%, nax. 10 mA

* Die Signale 12 PG und 5 NG sind vom AKU-Modul
gestiitzte Spannungen (auch 5 PG) und werden {iber
die beiden STE Regelschaltung Typ 062-8845
und Ladeschaltung Typ 062-8850 zugefiihrt.

Ohne AKU sind die Brlicken
W11, W1:2, W1:3 .
vorgesehen.

Lese- und Schreibzyklen in beliebiger Reihenfolge

Ein- und Ausgangsleitungen zum Systembus K 1520

TTL-kompatibel entsprechend TGL 37271

Dauverbetrieb, bei Netzausfell Speicherrettung bei

separatem AKU-Modul und interner RFSH=-Steuerung

m&glich

-+

I+ I+ i+

11.3. Programmierung der STE

Die STE ist abriietbar auf 48'K, 32 K und 16 EByte. Innerhalb des AdreBraumes von 64 K
kann der RAM-Speicherbereich in 16 XByte Schritten verschoben werden durch die DIL-
Schelter A5, A7 und A10 (siehe Abb. T).

OFS K 3526 0C
- Bestiickungsseite -

Jaw

[a ¥|{m I 1
(Jas
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Adressenzuordnung

Gruppe Adrelbereich DIL-Schalter geschlossen
I OOOOH - BFFFH Grundzustand {(ochne Schalterstellung
abgeschaltet AT PIN 6-11
II 4000, - TPFFy A10 4-13%
8000H - BI‘FF}Y A10 3=-14
vy
abgeschaltet AT T-10
111 4000H - TFFFH AT 4-13
8000, - BFFFy AT 3-14%
COOOH - FFFFH AT 2-15
abgeschaltet A10 6~11
v 0000H - BFFFH A5 6=11
4000, - TFFF A5 5-12
H H x
COOOH - FFFFH AS 4«13
abgeschaltet A1Q 5-12
X vorzugsbeschaltung
K 3526.00 K 3526.10
Briicke 083-4-710=-064 D83=4-710-065 Bemerkung
w11 - Briicke 5P -5 PG
Wi:2 - Briicke 12 P - 12 PG
W1:3 - Briicke 5 N -5 NG
wW1:4 - Briicke Abschalten RFSH-Adresse
W1:5 Briicke Briicke A23/13
Wi:6 Briicke Briicke A23/04
W1:7 Briicke Briicke A23/12
w1:8 Briicke - Zuschalten RFSH~Adresse
Beachte!

Wird die STE K 3526.00 ohne AKU-Modul betrieben (im Reparaturfall z.B. bei Signaturana-
lyee) sind die Briicken X10 zu wickeln, Bei Einsatz (mit AKU-Modul) sind diese Verbin-

dungen unbedingt zu irennen.

Auswahl des Speichersperrsignals MEMDI

Gruppe I

11

Beachte!

MEMDI AT

MEMDI1

MEMDI 2 }keine Verwendung
MEMDI A10

MEMDI 1 A0

MEMDI2 AT

5.12%

2-15%

1-16
8-9

III MEMDI AT 1-16%
MEMDI1 A5 8-9
MEMDI2 A5 7-10

IV MEMDI A5 3-14%
MEMDI1 A5 2-15
MEMDI2 A5 1-16

x Vorzugebeschaltung

Es ist jeweils nur ein MEMDI-Signal zuzuschalten. Bei Abschaltung einer Gruppe entspre-
chend Adressenzuordnung miissen alle MEMDI-Signale dieser Gruppe abgeschaltet sein (Kurz-
schluBgefahr)}.
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11.4., Funktionsbeschreibung

11.4.1. Verwendungszweck

Der OPS K 3526.00 wird als Operativspeicher (dynamiacher Schreib-Lese- Spelcher) fir das
MR-System K 1520 verwendet.

Bei Verwendung eines AKU~Moduls kann der Speicherinhalt bei Ausfall der Systemspannung
durch eine interne RFSH-Steuerung erhalten werden.

11.4.2. Funktion

Die STE hat folgende Funktionagruppen:

= Speichermatrix

~ Ein- und Ausgabepuffer

=~ Auswahl- und Steuerelektronik

- Ausfallerkennung, Taktigenerator, interne RFSH-Steuerung

Die Matrix besteht aus 4 Gruppen zu je 16 KByte, die wahlweise durch die entsprechende'
Adressenzuordnung durch die DIL-Schalter zugeschaltet werden konnen (siehe Punkt 11.3.).

Verwendet wurde der Baustein U256 (RU3A) mit einem Speichervolumen von 16 KBit. Da die

Speicherarbeit byteorientiert erfolgt, sind jeweils 8 dieser Bausteine eine Gruppe. Die
Gruppenauswahl wird durch die AdreBSbits AB14 und AB15 am FF A2 und dem Bausteid A4 de-

codiert.

Die Schreib- und Lesedaten werden durch 2 bidirektionale Datentreiber A9 und A17 zum
Systembus der MR gepuffért Diese Datentreiber sind durch TS = low stdnaig aktiv und
werden durch das Steuersignal RD iiber den Treiber A16, A18/6, verkniipft mit dem lnternen
Signal CAS, _{415/6), richtungegesteuert.

Das Signal bildet iiber Nand A20 das Bereitschaftssignal DY fir die ZRE.
Die speicherspezifischen Steuersignale MREQ, FFSH, WR, KD, MENDT, TAKT werden vom System-
bue bzw. Koppelbus ilber den Treiber A16 gefiihrt.,

Die Signale MEMDIT und MEEDIZ werden auf der STE ausgewertet (siehe Punkt 11.3.).
loer die Einginge 12 PG, 5 NG und 5 PG kbnnen die AKU~gestlitzten Spannungen zugefilhrt
werden. .

11.4.3, Speicherzugriff durch die ZVE

Die Adrefileitungen ABO ... AB6 liegen i{iber dem Schaltkreis A3 als Zeilenadresse, an den
Speicherschaltkreisen als Eingédnge AO ... A6 an. Das Uberﬁahmesignal fir diese Zeilen-
adresse (mex. 128 Zeilen) ist das Signal RAS (row adress strobe), daB mit low aktiv ist.
Es wird durch das Speicherzugriffesignal NREQ gebildet. (421/3; A19/11 cder im Notstrom-
fell durch TRYT = low vom Register A8).

Uber das FF A422/9, die Schaltkreise A21/11 und A18/10 wird der AdreBtreiber A3 aktiviert
und der SpaltenadreStreiber A6 zuniichet gesperrt.

Gleichzeltig erfolgt durch Decodierung der AdreBleitungen AB14 und AB15 iiber die FF's

A2 die Gruppenauswahl auf der Speichermatrix.

Etwa 200 ns nach der Aktivierung des Signals RAS wird die Zeilenadresse am A3 gesperrti
(CST = high; C52 = low bei high-Pegel des Signals RFSH) und der AdreBtreiber fiir die
AdreBSleitungen ABT ... AB13 freigegeben und damit die Spaltenadresse an die RAM-Baustei-
ne geschaltet.
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Uber das Nor A18/12wird das Spaltenansteuersignal TAS (column adress strobe) gebildet.
Durch eine UND-Verkniipfung von CAS mit den aus AB14 und AB15 decodierten Signalen wird
dieme Spaltenadresse nur an einer der 16 KByte-RAM-Gruppen wirksam (411 und A13/12).
Beim Lesezyklus steuert das Signal TAS iber die Schaltkreise A15/6; A21/6 die Umschal-
tung der bidirektionalen Treiber A9 und A17 in Abhéngigkeit vom Steuersignal ED. Wihrend
des Schreibzyklus liegt das Signal WH direkt als WE aktiv mit low an den RAM-Bausteinen
an.

11.4.4. BFSH-Steuerung durch die ZVE

Zur Sicherung der gespeicherten Daten muB innerhalb von 2 ms jedes Bits des dynamischen
RAM-Speichersaufgefrischt werden.

Das Auffrischen erfolgt in der sogenannten RAS-only-Betriebsart, d. h. alle 128 Zeilen
simtlicher RAM-Bausteine miissen nacheinander adressiert werden, um den gesamten Speicher-
inhalt aufzufrischen.

Dazu erzeugt die ZVE in jedem M1-Zyklus einen RFSH-Impuls, d. h. in jedem M1-Zyklus wer-
den 128 Zeilen jedes RAM~Chips aufgefrischt. Bei der STE K 3526.10/30/50 entfallt der
Zdhler A12/A14, der Taktgenerator A13/423 und das Register AS8.

Die RFSH-Ansteuerung erfolgt von auBen, d. h. {liber die AdreBleitungen ABO ... AB6 vom
RFSH-Register der ZVE und das Signal RFSH aktiv low (iiber den BUS) iiber die Register A3
und 416.

11.4.5. Interne RFSH~-Steuerung bei Stromausfall

Die Briicke W1:6 ist geschlossen.

Beim Einschalten der Anlage wird fiir 2 ms das Signal HESET auf low geschaltet und dann
wieder auf high. Das FF A20 wird gesetzt. Ausgang 5 des FF's gibt den Steuersignaltrei-
ber 416 am Eingang 13 (CS52) frei und sperrt mit dem Ausgang 6 {low) den Taktgenerator
A3, '

Im Normalfall erfolgt die RFSH-Steuerung in jedem M1-Zyklus durch die Zentraleinheit.
Durch das Signal RFSH = low werden iiber das Nand A21/11 der Spaltenadreftreiber A6, iiber
den Schaltkreis A18/10 der ZeilenadreBtireiber gesperrt (siehe Punkt 11.4.4.) und der
Treiber A8 freigegeben.

Der Zihlerstand von A12/A14 wird als RFSH-Adresse ilber AB (Interrupt vom A8 bewirkt das
Signal WAS) der Speichermatrix zur Verfiigung gestellt. Mit jedem von der ZRE kommenden
RFSH-Impuls wird der Zsdhler um 1 weitergezdhlt.

Ist in der Anlage ein AKU-Modul vorhanden, wird bei Stromausfall die STE durch batterie-
gestiitzte Spannungen versorgt.

Der Netzausfall wird durch das Signal RESET = low signalisiert.

Das FF A22/5/6 wird zurickgeseizt und der Taktgenerator iiber A13/10/11 freigegeben.
Gleichzeitig sperrt low am Eingang A16/13 den Steuersignaltreiber.

Die Linge des Ausgangsimpulses des monostabilen Multivibrators A23, der mit einer an-
steigenden Flanke des Taktgenerators kippi, wird bestimmt durch das RC-Glied C1:2 und R4.
Der U~Impuls liegt am Eingang 12 vom Nand A19 und sperrt die Treiber A3 und A6 und akti-
viert das Register AS8.

Dieser Impuls taktiert auch den Zdhler A12 und A14 Uber den Takteingang A12/05.

Der Zshler bildet jetzt die RFSH-Adresse, nicht die ZRE iiber den AdreBbus. Er z&hlt
stdndig alle 128 Zeilen durch, mit jedem Zdhltakt um eine Stelle weiter.

ilber das Register A8 gelangt die jeweils giiltige Zeilenadresse an die RAM-Bausteine
{die Zeilen-, Spalten- und Steuersignaltreiber sind gesperrt).

Gleichzeitig wird der Ausgang A8/23 = low und bildet das Zeilenansteuersignal RAS an
den RAM-Bausteinen (421/3 - 421/6 - A19/3 - A18/12); (A20/3 - A20/6 - A21/3 - A19/11).
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11.4.6., Varianten .

Diese Steckeinhelt kann sowohl in den Gerdten mit als auch ohne Notstromversorgung ein-
gesetzt werden.

AuBerdem ist die Abriistung auf 48 K- und 32 K-Speicherinhalt mbglich. Die Ansteuersig-
nale flir nicht bestiickte Speichergruppen ktnnen durch DIL-Schalter blockiert werden.

Durch die Verwendung der Steuersignale MEMDI, MEMDI1 und MEMDIZ2 sind auch adreBgleiche
Varianten mtglich. So kdnnen zwei gleiche Gruppen mit unterschiedlichen MEMDI-Signsalen

den gleichen 16 KByte AdreBraum belegen.

Mit Hilfe der DIL-Schalter ist die Verachiebung der 4 Gruppen in 16 KByte-Schritten

méglich.

CAS | eov
| RAS Bildung
AR | Segment - Speichermatrix
AB 14 Decoder auswahl
Gruppe 1 -
Spalten - R 16 KByte 8 -
AB7.13 | adred - " ?uTbus
reiber RAS /CAS Gruppe 2 ) reiber
ilen- i 16 K Byte g —-———
x| aaren- il L ® . | Datenbus-
treiber AdreN - Gramne 3 - treiber
| RrrsH umschalt. 16 KByte %
adrefl -
|—- treiber Zahler Gruppe 4 .
16 KByte M
1..128 z B
‘ Steuer-
teuerbusa | signai - —
treiber
schaltung
RESET Ausfall - Takt =
erkennung generator
Abb,. 8

Blockechaltbild K 3526

Beachte: STE OPS K 3526.XX - LP-Index L1/B1

Bei Einsatz des Speicher-IS K 565 RU3A (statt RU3G) muB gewihrleistet sein, daB die Zeit
der ansteigenden Flanke des Signals MREQ bis zur nichsten fallenden Flanke mind. 200 ns
vergehen, da der K 565 RU3A diese 200 ns als Zeilenerholzeit bentotigt.

Entéprechend Impulsverhgalten U 880 kann MREQ minimal 180 ns inaktiv sein, damit kann
kein RFSH abgearbeitet werden. :

Der IS A23/12 verhindert iiber A19/13 ein Durchschalten von WREQ vor Ablauf der 200 ns.
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